Germanium-Universaldioden

Typ mox. Sperr-  maox. max. DurchlaB- Zusos-  Bau-
spannung  Durch- Sperrstrom strom Ip werie form
Ur laBstrom bei ki
) IF Ug=10V Ugmax Up=1V
(mA) (LA)  (nA) (mA)
GA 100 20 20 100 500 5 *) 1
GA 101 40 15 40 400 3 *) 1
GA 102 60 12 40 350 3 “) 1
GA 103 80 10 15 250 3 *) 1
GA 104 110 10 15 200 3 b 1
GA 105 20 20 100 500 | 1) 1
2 GA 109 40 15 40 300 5 2) *) 1
2GA 113 25 15 40 - 6 3) 1
4 GA 114 25 15 40 150 6...15 4) 1
04 A 657 40 15 40 300 7,5...12,8 5) %) 2

*) nicht fur Neuentwicklungen

1)
2)

3)

4)

5)

Richtspannungswirkungsgrad = 0,65 (f = 39 MHz)
Diodenpaar. Richtstrom bei f = 10,7 MHz = 100 «A

Richtstromdifferenz zwischen beiden Einzeldioden < 10uA

Diodenpaar. Richtstrom bei f = 10,7 MHz = 150 uA
Richtstromdifferenz < 10 1A, DuchlaBstromdifferenz £ 1 mA
(bei Ug = 1V) zwischen beiden Einzeldioden Diodenquartett

Dynamische Kennwerte (bei Vo = 25 °C)

Sperrverzégerung
Sperrstrom nach 0,5 us IR £ 500 A
Sperrstrom nach 3,0 us IR < 80 A

(Dabei wird die Diode durch symmetrische Rechteckimpulse mit einer
Folgefrequenz von 50 kHz
und einer Anstiegszeit von max. 0,1 us von Igmm= 30 mA auf Ugmm

== 10 V umgeschaltet)

Tragerdampfung ar = 5Np

(bei f = 200 kHz und Eingangspegel 1 Np)

Diodenquartett

Tragerdampfung a1 2 4,5 Np (f = 6 kHz, Eingangspegel 0)
Bauform 2




